XXXIX OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Zawody III stopnia
Zadania dla grupy elektryczno-elektronicznej

Zadanie 1

W uktadzie czterobitowego przetwornika cyfrowo-analogowego, ktorego schemat przedsta-
wino na rysunku (Rys.1) taczniki SO - 53 sa ustawiane sygnatami, ktérych wagi @, w zadanym

polozeniu styku, sa opisane na rysunku cyframi 0 lub 1. Kombinacja zer i jedynek tworzy
binarny sygnal wejsciowy przetwornika zapisany w kodzie naturalnym.

Uy

Rys.1. Przetwornik DC/AC

Wiedzac, ze wzmacniacz operacyjny jest zasilany napieciem symetrycznym +15 V, napiecie
zrodta referencyjnego jest rowne Uref = 5V, maksymalna warto$¢ modutu napiecia wyjscio-

wego

UW‘ = 10 V oraz rezystancja R =1k :
max

Patronem honorowym OW'T jest Minister Gospodarki.

Partnerami medialnymi OW'T sa:

- Przeglad Techniczny,

- Przeglad Mechaniczny.

Sponsorami XXXIX OWT sa:

- Instytut Mechnizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego,

- Stowarzyszenie Inzynierdw i Technikéw Przemystu Materiatéw Budowlanych,
- Wydawnictwo Kartograficzne Beata Pietka.



1. obliczy¢ wartos¢ rezystancji RW dotaczane] zewnetrznie do uktadu przetwornika,

2. obliczy¢ wartos¢ pradu ]ref pobieranego ze zrédla napiecia referencyjnego Uref oraz

wartosci pradow ]0, ]1, ]2, ]3 w drabince rezystancyjnej (Rys.1).

3. narysowa¢ charakterystyke przetwarzania przetwornika

UW‘ =f <n2>, gdzie o jest
liczba binarna podana w kodzie naturalnym <n2 = a3a2a1a0>.

Autor: Andrze; Wéjciak
Koreferent: Pawet Fabijanski

Zadanie 2

Zbudowano uklad sktadajacy sie z n bramek typu NAND serii TTL-LS potaczonych jak
na rysunku (Rys.1) i zaobserwowano na oscyloskopie przebieg napiecia wyjsciowego U2 drugie;j

bramki. Uproszczony obraz tego przebiegu przy zalozeniu, ze czasy trwania zboczy narastaja-
cych i opadajacych sa zerowe przedstawiono na kolejnym rysunku (Rys.2).
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Rys.1. Schemat uktadu potaczen bramek NAND

X:50ns/dz Y:2V/dz

Rys.2. Aproksymowany przebieg napiecia wyjsciowego U2 drugiej bramki



Zmajac podstawowe, typowe parametry bramek TTL réznych serii (Tabela 1) obliczy¢ ile
bramek potaczono w tym doswiadczeniu i jaki jest sredni czas propagacji tych bramek. Odpo-
wiedZ uzasadni¢. Narysowaé przebiegi napie¢ w uktadzie, jezeli sktada sie on z kilku (np. 2, 3,
4 lub 5) bramek.

Ile bramek serii TTL-L nalezy uzy¢ w tym doswiadczeniu, zeby na ekranie oscyloskopu moz-
na byto obserwowac przebieg o czestotliwosci bliskiej czestotliwosci przebiegu przedstawionego
na rysunku (Rys.2).

Tabela 1. Podstawowe parametry techniczne bramek TTL réznych serii

Typ ukladu Seria TTL-L | TTL-LS | TTL-S | TTL-H

Parametr standardowa

Sredni czas propagacji tp ns 10 33 10 3 6
Maksymalna czestotliwosc 35 3 40 125 45
przelaczania przerzutnikéw f MHz

max
Straty mocy Ps mW 10 1 2 19 22
Obciazalnosé N 10 10 20 20 10
Autor: Piotr Fabijanski

Koreferent: Pawet Fabijanski

Zadanie 3

Zbudowano dyskretny uktad generatora drgan sinusoidalnych, ktérego schemat przedsta-

wiono na rysunku (Rys.1).
UCC = 11 V (napiecie zasilania),

o Ucc Rl =11,7kQ,
RQ = 4,7k,
R3 = 500 €,
RL =5,30Q,
¢, R. ¢y =250 nF,
7T ! 02 = 400 pF +— 1 nF,
C 03 = L pl,
T 04 = 2,2 uF,
L =10 pH,
Rys.1. Schemat uktadu generatora Ll = 1 mi.



Znajac charakterystyke statyczna ]C =f <UCE> przy UBE = const, zastosowanego w
uktadzie tranzystora (Rys.2):
1. poda¢ wspotrzedne (IC’Q’ UCEQ) punktu pracy tranzystora Ql’

2. wykazac, ze w ukladzie jest spetniony warunek wzbudzenia drgan,

3. wyznaczy¢ wzér na czestotliwosc drgan i policzy¢, w jakim zakresie mozna przestrajac
generator, jezeli pojemnosc¢ kondensatora 02 zmienia sie w zakresie od 400 pF do 1 nF,

Jaka nazywe ma przedstawiony na rysunku generator?
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Rys.2. Charakterystyki statyczne tranzystora ]C =f <UCE> przy UBE = const

Autor: Bronistaw Stec
Koreferent: Pawet Fabijanski



